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Vorwort 
Die immer starker werdende praktische Ausnutzung naturwissen

schaftlicher Entdeckungen hat dazu gefiihrt, daB der Weg von der 
Naturforschung zur Technik kiirzer geworden ist und daB eine viel 
groBere Zahl von Physikern, Chemikern und Ingenieuren an diesem Wege 
teilhat, als es etwa vor wenigen Jahrzehnten noch der Fall war. Dies 
trifft. in hohem MaBe fiir die Entwicklung des neuen Verstarkerelementes 
"Transistor" zu, angefangen von grundlegenden Versuchen an halb
leitenden Kristallen und der Entdeckung des Transistorprinzips bis zu 
den heute serienmaBig gefertigten Flachentransistoren. In fast allen 
Gebieten der Elektronik wird der Transistor in steigendem MaBe 
verwendet. In Verbindung damit sind in relativ kurzer Zeit iiber seine 
Theorie und Anwendung wertvolle Beitrage in groBer Zahl erschienen. 
Andererseits fehlte u. E. bisher in der deutschsprachigen Literatur 
eine methodische Behandlung der Probleme, die bei der Verwendung von 
Transistoren in der Praxis auftreten. 

Mit dem vorliegenden Buch soli versucht werden, diese Liicke zu 
schlieBen. Wir haben uns bemiiht, sorgfaltig jenes Material auszuwahlen 
und zusammenzustellen, das uns fiir die Einfiihrung in die Schaltungs
technik des Transistors unerlaBlich oder zumindest wichtig erscheint. 
Dabei haben wir uns im Hinblick auf die rasch fortschreitende Entwick
lung auf grundsatzliche Gedankengange beschrankt, wobei notwendiger
weise nicht die Vielfalt der Moglichkeiten des Transistors iiberhaupt zum 
Ausdruck kommen kann. Das vorliegende Buch ist daher weniger als 
Handbuch anzusehen, in welchem das bisher bekannt gewordene Material 
aufzahlend und vollstandig zusammengetragen ist, sondern es enthalt 
vielmehr neben einer allgemeinen Einfiihrung eine Auswahl der fiir die 
Entwicklung von Transistorgeraten wichtigsten Probleme, die dann an 
Hand von Einzelbeispielen in angemessener Ausfiihrlichkeit behandelt 
werden. Das einfiihrende Kapitel ist teilweise etwas umfangreicher 
gehalten, als es fiir das Verstandnis der Einzelbeispiele unmittelbar er
forderlich ist. Es sollte jedoch dem Leser die Moglichkeit geben, sich von 
Fall zu Fall ein Bild iiber die physikalischen Hintergriinde einiger Effekte 
zu verschaffen. Die Herleitung von Gleichungen ist im Interesse einer 
knappen Darstellung auf ein MindestmaB beschrankt worden. Defini
tionen, Schreibweisen, langere mathematische Behandlungen u. a. m. 
sind in einem Anhang zusammengefaBt. 



IV Vorworl 

Eine besondere Schwierigkeit bildet heute die Zusammenstellung von 
Literaturhinweisen. Da es schon ausfiihrliche Literaturverzeichnisse iiber 
Transistoren gibt, haben wir uns auf solche Hinweise beschrankt, die 
uns fur die Unterstiitzung der Herleitungen jeweils gerade geeignet 
erschienen. Dabei konnte jedoch nicht vermieden werden, eine Vielzahl 
sonst wertvoller Beitrage zu iibergehen. An einigen Stellen haben wir 
vermerkt, daB in solchen Beitragen wiederum ausfiihrliche Literatur
hinweise zu finden sind. 

Wir danken allen, die zur Fertigstellung des Buches beigetragen 
haben -, der Geschaftsleitung der Valvo GmbH fUr manche wohl
wollende Unterstiitzung, besonders auch unseren Mitarbeitern fiir viele 
wertvolle Diskussionen und schIieBlich allen denen, die bei der Anferti
gung der Manuskripte und Zeichnungen geholfen haben. Nicht zuletzt 
gilt unser Dank dem Verlag fiir die Anregung, dieses Buch zu schreiben, 

. fiir die gewohnte sorgfaltige Ausstattung und auch fiir manchen freund
lichen Rat. 

Ham burg, im Herbst 1961 
Die Verfasser 
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